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A. Cel éwiczenia

Celem ¢éwiczenia jest zapoznanie sie z parametrami uktaddéw logicznych na
podstawie podstawowej bramki NAND. Wszystkie pomiary zostang wykonane za
pomocg programu LabView na komputerze wyposazonym w odpowiednig karte
wejsc/wyjs¢. W celu rozpoczecia pomiaréow nalezy uruchomi¢ komputer i wywotaé
program LabView. Nastepnie otworzy¢ projekt o nazwie Charakterystyka.vi. Pojawi
sie obraz jak na rysunku ponizej.

MyioltageTask

My\oltagecut

Rys. 1. Pulpit projektu ,Charakterystyka”

Otwarty projekt umozliwia pomiary dwoch napie¢ i jednego pradu oraz regulacje

napiecia na jednym wyjsciuod 0 do 5 V.
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B. Przebieg ¢wiczenia

1) Charakterystyka przejsciowa bramki NAND
- Bramka standardowa

Regulujac rezystorem suwakiem nalezy odczyta¢ wartosci napiecia wejsciowego Uwe
i wyjsciowego Uwy, odpowiednio na woltomierzach U4 i U, (patrz rys. 1 irys. 2). Nastepnie z
uzyskanych pomiaréw wykresli¢ charakterystyke Uwy = f (Uwe). Liczba pomiaréw 10. W celu
uzyskanie odpowiedniej jakosci pomiardw nalezy zagecsi¢ pomiary w zakresie
przetgczania bramki oraz wykona¢ pomiary narastajgco lub opadajgca.
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Rys. 2. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki przejsciowej bramki
NAND

Tabela 1: Pomiary do charakterystyki przejsciowej bramki NAND TTL.

Uwe

Uwy
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Regulujgc suwakiem nalezy odczyta¢ wartosci napiecia wejsciowego Uwe i pradu
zasilajgcego bramke Icc, odpowiednio na woltomierzu U4 i amperomierzu |4, (patrz rys. 1 i
rys. 3). Nastepnie z uzyskanych pomiaréw wykreslic charakterystyke lcc = f (Uwe). Liczba
pomiarow 10.
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Rys. 3. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki lcc = f (Uwe) bramki
NAND

Tabela 2: Pomiary do charakterystyki pradu zasilania bramki NAND TTL.

Uwe

ICC
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Bramka linearyzowana

Regulujgc suwakiem nalezy odczyta¢ wartosci napiecia wejsciowego Uwe i wyjsciowego
Uwy, odpowiednio na woltomierzach U4 i U, (patrz rys. 1 i rys. 4). Nastepnie z uzyskanych
pomiaréw wykreslic charakterystyki Uwy = f (Uwe) dla roznych wartosci rezystancji Ri.

Powtorzyé pomiary dla r6znych wartosci rezystancji R,. Liczba pomiaréw 10.
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Rys. 4. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki przejsciowej

linearyzowanej bramki NAND

Tabela 3: Pomiary do charakterystyki przejsciowej linearyzowanej bramki NAND TTL.

Warto$¢ rezystanciji w sprzezeniu zwrothym R1= ........................

Uwe

Uwy

Warto$¢ rezystancji w sprzezeniu zwrotnym R1= .

ohm

Uwe

Uwy

Warto$¢ rezystanciji w sprzezeniu zwrothym R1= ........................

Uwe

Uwy

Opracowali: dr inz. Marek Stawowy, dr hab. inz. Adam Rosinski prof. uczelni, inz. Andrzej Szmigiel.

Wydziat Transportu PW. Warszawa 2021.




Bramka Schmitt’a

Regulujgc suwakiem nalezy odczyta¢ wartosci napie¢ wejsciowego Uwe i wyjSciowego
Uwy, Na woltomierzach odpowiednio U4 i U, (patrz rys. 1 i rys. 5). Pomiary przeprowadzi¢
zmieniajgc Uwe 0d 0 do 5V i w odwrotnym kierunku. Nastepnie z uzyskanych pomiarow
wykresli¢ charakterystyki Uwy = f (Uwe). Liczba pomiaréw 10 w kazdym kierunku zmian Uwe.
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Rys. 5. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki przejsciowej bramki
NAND Schmitt’a

Tabela 4: Pomiary do charakterystyki przejsciowej bramki NAND Schmitt’a.
Pomiary dla rosngcego Uwe 0d 0 do 5 V.

Uwe

Uwy

Pomiary dla malejgcego Uwe 0d 5 do 0 V.

Uwe

Uwy
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2) Charakterystyka wejsciowa bramki NAND

Regulujgc suwakiem nalezy odczyta¢ wartosci napie¢ Uwe i prgdu lwe wejsciowego, na
woltomierzu U4 i amperomierzu |, (patrz rys. 1 i rys. 6). Nastepnie z uzyskanych pomiaréw

wykresli¢ charakterystyke lwe = f (Uwe). Liczba pomiaréw 10. Pomiary nalezy wykonywac na
zakresie Uwe 0d -1 do 5 V.
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Rys. 6. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki wejsciowej bramki NAND

Tabela 5: Pomiary do charakterystyki wejsciowej bramki NAND TTL.
Uwe

Iwe
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3) Charakterystyki wyjsciowe bramki NAND
- W stanie wysokim

Regulujgc rezystorem R, nalezy odczyta¢ wartosci napie¢ Uwy i prgdu lwy wyjsSciowego,
odpowiednio na woltomierzu U, i amperomierzu |, (patrz rys. 1 i rys. 7). Nastepnie z
uzyskanych pomiarow wykresli¢ charakterystyke Uwy = f (lwy) W stanie wysokim. Liczba
pomiarow 10.
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Rys. 7. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki wyjsciowej w stanie
wysokim bramki NAND
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Tabela 6: Pomiary do charakterystyki wyjSciowej, w stanie wysokim, bramki NAND TTL.

lwy

Uwy
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- W stanie niskim

Regulujgc rezystorem R, nalezy odczytaC wartosci napie¢ Uwy i prgdu lwy wyjsciowego,
odpowiednio na woltomierzu U, i amperomierzu |, (patrz rys. 1 i rys. 8). Nastepnie z
uzyskanych pomiarow wykresli¢ charakterystyke Uwy = f (lwy ) w stanie niskim. Liczba
pomiarow 10.
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Rys. 8. Schemat ideowy uktadu do zdejmowania charakterystyki wyjsciowej w stanie
niskim bramki NAND

Tabela 7: Pomiary do charakterystyki wyjSciowej, w stanie niskim, bramki NAND TTL.

lwy

Uwy

E. Wyposazenie

Elementy ukfadu:

(0] 7= To I =Tor=1 (o 0 1A L 0O PR szt. 1
Uktad scalony 7413 (IUD 74132) ...ttt szt. 1
RezZYSIOr 1 ONM ... e e e e e e et e e e e e e e eeeenes szt. 1
REZYSIOr 47 ONM .ottt e et e b ee e e e naeeeenees szt. 1
Sprzet pomiarowy:

Interfejs przetwornikOw AJA T C/A szt. 1
Komputer PC z oprogramowaniem LabView............cccoooiiiiiiiiiii e szt. 1
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C. Zagadnienia do opracowania

Nalezy przygotowacC sie z zakresu wiedzy obejmujgcej takie zagadnienia jak: cyfrowe
bramki w technice TTL a w szczegdlnosci, nalezy przygotowac¢ odpowiedzi na ponizsze
pytania i polecenia:

1)
2)

3)
)

o B~

Wymien znane Ci techniki realizacji bramek. Wymieh ich wady i zalety.

Narysuj schemat budowy bramki NAND zrealizowanej w technice DTL (Diode
Transistor Logic). Jaka role spetniajg tam poszczegdlne elementy?

Co to jest obcigzalnos¢ bramki?

Przedstaw na wykresie zjawisko histerezy powstajgce w bramce NAND Schmitt’a.
Podaj podstawowe parametry elementéw logicznych w technice TTL (Transistor
Transistor Logic).

Narysuj schemat budowy bramki NAND zrealizowanej w technice TTL (Transistor
Transistor Logic). W jakich stanach sg poszczegdlne tranzystory przy wysokim i
niskim poziomie na wyjsciu bramki?

Narysuj i opisz charakterystyke przejsciowg bramki NAND TTL.

Narysuj i opisz charakterystyke przejsciowg linearyzowanej bramki NAND TTL.
Narysuj i opisz charakterystyke przejsciowg bramki NAND Schmitt'a TTL.

Narysuj symbol bramki AND, OR, NAND, NOR, EX-OR, EX-NOR, NOT i podaj
tabele prawdy.

Wymien zalety i wady wykorzystania wspomagania komputerowego (na przyktadzie
programu LabView) jako narzedzia pomiarowego.
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